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1. Enlast pa 35— j56 Q, och den skall anpassas till 70 Q.
a) Tafram ett diskret L-anpassningsnat med lag-pass karakteristik som skapar en
reflektionsfri anpassning mellan transistor och last
b) Bestdm komponentvardena vid designfrekvensen 3 GHz
c) Berékna return loss” (RL) fOr anpassningen vid 4 GHz. Antag att lastens
impedans ar konstant mot frekvens.

(4p)

2. En forstarkare med en brusfaktor pa maximalt 1 dB, samt sa hdg forstarkning som
mojligt vid 3 GHz skall designas. Féljande transistor har du att tillga:

[0.8490O 040° ]
4,180° 0.52-90°

Fmin = 02 dB, Rn = 50 Q, Fopt = 044900

a) Vilj I's och I'L for vald transistor sa att specifikationen uppfylls
b) Bestdm brusfaktor samt forstarkning for vald I's och T'L
c) Ta fram ett enkelstubbanpassningsnat med dppen stubbe for ingangen

(4p)

3. Ett anpassningsnat i microstrip for utgangen av en forstarkare ar framtaget enligt
bilden nedan. Substratet dr ett Rogers RO4350B med permittiviteten (gr) 3.66, och
tjockleken 10 mil (0.254 mm).
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Langden pa stubben (I) ar 8 mm och avstandet fran transistorn (d) &ar 15 mm.
Bredden pa (W) microstripledningen &r 0.56 mm.

a) Bestam den karakteristiska impedansen for microstripledningen
b) Bestim I'L samt Z,_ sett fran transistorn vid designfrekvensen 2 GHz nar en last
pa 50 Q ansluts till forstarkarens utging

(4p)



4. Enovillkorligen stabil forstarkare for anvandning i en mottagare skall designas vid
8 GHz som ger maximal forstarkning. Till ditt forfogande har du en transistor med
féljande S-parametrar vid designfrekvensen:

S = [0.9490O 0.140°]

34180° 0.8490°

a) Bestdm vérdet av en stabiliseringsresistans som sitter i parallell konfiguration
b) Vilken forstarkning kan maximalt fas fran den stabiliserade transistorn?

(4p)
5. En mottagare i tre steg skall designas vid 5 GHz med hjalp av féljande transistor:

0.72—-90° 0£0° ]

S =[ 4,180°  0.82 —90°

Fmin = 02 dB, Rn = 5 Q, ropt = 034 - 900

Kravet pa mottagaren ar att forstarkningen skall vara minst 50 dB och brusfaktorn
maximalt 0.3 dB. Forsta steget skall designas for minimalt brus, och efterféljande
steg med avseende pa forstarkning.

a) Vilken forstarkning kan maximalt fas fran mottagaren? Uppfylls kravet?
b) Vilken brusfaktor fas for hela mottagaren nar den ger maximal forstarkning?
Uppfylls kravet?

(4p)
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